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El invento debido a los Sres. Niels Hansen
y Ronald James Capp se refiere a conjuntos de diodo
fotoemisor.

Un conjunto de diodo fotoemisor conocido com
prende un diodo fotoemisor montado en una base y que
tiene un primero y un segundo conductores conectados
a una cara delantera, fotoemisora, del diodo, y a una
cara ‘trasera, respectivamente, y un sistema de lente
montado en la hase, junto a la cara delantera.

En un tipo del conjunto de diodo fotoemisgor
antes mencionado, el primer conductor es un conductor
névil de fino alambre de oro conectado a la cara emi-
sors para evitar la obstruccidn de la luz emitida des-
de eg&a cara. 5in embargo, una degventaja de esta cong-
truceidn es que la conexidn del conductor al diodo fo-
toemisor es una operacidén delicada, larga, que exige
un operario con clerta desireza, impidiendo por tanto
la fabricacidn de los conjuntos de diodo fotoemisor
por tdcnicas de produccidn en masa.

En el conjunto del invento, la base eg una
ldmina de material aislante, transparente, sobre la
que estd formado el primer conductor y la cara emisg
ra del diodo estd montada directamente sobre el con-
ductor que es estrecho con respecto a la cara delan-—
tera, encontrdndose la lente en el lado de la lémine
alejado del dlodo.

Ta aplicacidén del primer conductor resulta asi

gimplificada, ya que el diodo simplemente ha de digponerse

-2 -



10

15

20

25

7.6.74

gsobre el conductor formgdo en la lémina transparente, cuya
lémine proporciona entonces wha ventanilla para la luz emi
tida.

De acuerdo con el invento, un método de fabricar
el conjunto de diodo fotoemisor descrito en 1o que antece-
de incluye las operaciones de: situwar un diodo fotoemisor
con su cara emisora sobre un conductor estrecho formado en
una ldmina de material aislante, transparente, conectar el
diodo al conductor por reflujo de material de soldadurs y
montar una lente en el lado de la ldming opuesto al diodo

fotoemisor,
Ejemplos especificos del invento se describirédn

a gontinuacién con referencia a los dibujos anejos, en los
que:

Ia fig. 1 es una vista en perspectiva, en despie
ce ordenado, de un primer e jemplo;

la fig. 2 es una vista en seccibn transversal del
primer ejemplo montado con un sistema de lente;

la fig., 3 es una vista en perspectiva, en despie
ce ordengdo, de un segundo e jemplo;

la fig., 4 es una vista en seccibn transversal del
segundo ejemplo montado con un sistema de lentej

la fig. 5 es una vista en perspectiva, en despie-

ce ordenado, de un tercer ejemplo;
la fig. 6 es una viste en sececibn transversal del
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tercer ejemplo montado con un sistema de lente;

la fig. 7 es una vista en perspectiva, en despie
ce ordenado, de un diodo fotoemisor montgdo con un panel
de montajes; ¥

la fig. 8 es una vista en planta de un circuito
de control de pelicula delgada para el diodo fotoemisor.

El primer ejemplo de conjunto de diodo fotoemi-
sor incluye una pelicula flexible y transparente 10 (por
ejemplo de Mylar o de Kapton), con conductores 12, 14 for
mados por atague guimico o metalizados en un lado por una
téenica usual, Un diodo fotoemisor 16 estd situado con su
cara emisora contra una parte 18 conductora estrecha, meta
lizada con material de soldadura, y un conductor de base
20 estd situado entre la cara trasera del diodo y el segun
do conductor en la pelicula. Los conductores se unen lue-
go al diodo merced a una técnica de soldadura por reflujo.
En este ejemplo, el conductor de base incluye un disco re-—
flectante 22 con un didmetro igual a 5-10 veces la anchu~
ra del diodo. E1l conjunto estid situado luego dentro de un
rebajo 28 en un miembro de soporte 24, y el miembro de so=~
porte y un sistema de lente 26 estdn unidos, respectivemen
te, a lados opuestos de la pelicula en una forma usuval. EL
miembro de soporte y el sistema de lente pueden estar he-
chos de pldstico o de vidrio.

El segundo ejemplo se diferencia del primero por
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que el conductor de base 20 incluye wna estrecha parte 30
metalizada con material de soldadura en lugar del disco,
¥y el miembro de soporte 32 es un reflector hemisférico,
previamente moldeado, consistente en un corto cilindro
34 fabricado de resina epoxldica cargada con polvo de 6xi-
do de magnesio, y formado con una depresién hemisférica
axial 36. El miembro de soporte estd unido a la pelicula
por pegamento, al igual que el sistema de lente 26, previag
mente moldeado. El polvo de 6xido de magnesio proporciona
las cualidades reflectantes del miembro de soporte que diri
ge la luz emitida desde los lados y la parte trasers del
diodo, a través de la pelicula 10 y el sistema de lente 26,

En el tercer ejemplo, une parte del conductor 12
esté formadag como wn aroc 40 metallizado o formado por atague
quimico sobre la pelicula. El aro rodea el conductor estre
cho 18, que se extiende segin su didmetro. Una pequefia go-
ta de resina 42 estd depositada sobre el conjunto de diodo
¥ la forma hemisférica de la resina se mantiene merced al
anillo circular 40. Después de que se ha curado la resina,
la superficie exterior de la resina se hace reflectante mol
deando mm gl6ébulo cilindrico 44 de resina cargads con 6xido
de magnesio, gsobre ella. El conjunto completo se encapsula
luego totalmente en un miembro de soporte 46 y el sistema
de lente 26,

Los diodos fotoemisores estdn hechos, de preferen
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cia, en tiras continuas que pueden cortarse con el fin de
montar los diodos individuales con otro circuito asociado.

Un panel 48 de diagnosis para automéviles, repre
sentado en la fig., 7, estd formado con una pluralidad de
aberturas 50 que coinciden con aberturas 56 de un circuito
de base 52 que esti construido, por ejemplo, a partir de
material egtratificado de cobre recubierto con un fotopro-
tector, en el que se forma una imagen, se revela, se ataca
guimicamente y se metaliza con material de soldadura, por
medios usuales, para formar la circuiteria 54. El circuito
de base se sitha junto a la parte trasera del panel de pre
sentacibén 48 con las partes de soldadura expuestas.

Una tira 58 de circuiteris de segundo nivel se
forma de manera similar al circuito de nivel de base, El
circuito de segundo nivel puede ser, principalmente, un cir
cuito resistivo duya resistencia sea ajustable, punzonando
orificios en el c¢ircuito, para controlar la intensidad de
le. 1luz emitida desde el diodo. Se punzonan orificios 60 a
través de la tira 58, a través de los cuales puede sobresa
lir el elemento de soporte del conjunto de diodo 62 cuando
se wen uno a otro los elementos. Los ferminales del conjun
to 62 de diodo y los conductores de terminacién del cireui
to 58 de segundo nivel estédn metalizados con soldadura, de
manera similar al circuito de base 54. El conjunto de diodo

62, el circuito 58 de segundo nivel y el circuito de base



54 se colocan Jjuntos, con las superficies provistas de ma
terial de goldadura en coincidencia, y se aplica celor pa
ra unir el conjunto por reflujo del material de soldadura
entre los nivéles.

5 En el ejemplo representado en la fig, 8, un frag
mento de una delgada pelicula 94, tal como de Uylar, tiene
un circuito formado en ella por impresibén o mediante ata~-
que quimico. El circuito incluye conductores 96, 98, uns
barra colectora comdn 100, resistencias 102, 104, 106 ¥y

10 shunts 108, 110, Se punzonan dos sberturas arqueadas espa
ciadas, 112, 114 en la pelicula para separar la resisten-
cia 102 de la barra colectora 100 y el conductor 96 del
conductor 98. El conjunto de diodo fotoemisor se forma dis
poﬁiendo wn diodo 116 sobre la rema 118 del conductor 98

15 (con el lado emisor o el lado p dirigido hacia la pelicula).
Se coloca un conductor de base 120 en la cara trasera del
diocdo y el extremo 122 de la resigtencia 102, Se aplica
luego calor para unir los conductores entre si por reflujo
del material de soldadura. El elemento de soporte y la len

20 te se aplican luego en la forma usual.

Puede obtenerse la intensidad de iluminacibn de-
seada punzonando partes de shunt 108 y/o 110 segin sea ne-
cesario,

las dimensiones preferidas de los conjuntos de

25 diodo son las siguientes: un primer conductor 18 con una

T.6.74
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anchura de desde el 23 al 35% de la anchura de la cara,
y un espejo 22 con un didmetro de 5 a 10 veces la an-
chura del diodo.
En un ejemplo de un conjunto de diodo, los
5 diodog fotoemisores, estdn montados en serie en la 14
mina y sus caras traseras estdn conectadas por una ba
rra colectora de alambre comin.
Ia presente solicitud, que corresponde a la
presentada en Egtados Unidos de América, el 25 de Ju~
10 nio de 1973, bajo el numero 373.227, se acoge a los
beneficios del Articulo 51 del vigente Estatuto sobre

Propiedad Industrial.

15
~ REIVIHDICACIONES -
20
Los puntos de invencién propia y nueva, gque

se presentan para que sean objeto de esta solicitud de

Patente de Invencidn en Espaiia, por VEINTE afios son los
25 que se recogen en las reivindicaciones siguientes:

12-6-T4 -8 -
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12,- Un conjunto de diodo fotoemisor que
comprende un diodo fotoemisor montado en una base y
que tiene un primero y un segundo conducltores conec-—
tadog a una cara delantera, fotoemisora, del diodo,
¥ a una cara trasera, regpectivamente, y un sistema
de lente montado en la hage, junto a la cara delante
ra, caracterizado porque la base es una ldmina de ma=-
terial aislante, transparente, sobre la que estd for-
mado el primer conductor y la cara emigora del diodo
egtd montada directamente sobre el conductor que es
egtrecho con relacidn a la cara delantera, encontrén

dose la lente en el lado de la ldmina alejado del dio

do.
22,~ Un conjunto de diodo fotoemisor de acuer

do con le reivindicacldén 18, caracterizado porque el
gegundo conductor egtd conectado directamente a otro

conductor formado en la ldmina.

38,~ Un conjunto de diodo fotoemisor de acuer
do con la reivindicacién 12 o con la reivindicaciébn 28,

caractorizado porque el segundo conductor estd formado

como un reflector.

48,~ Un conjunto de diodo foboemisor de acuer
do con una cualgulera de lag reivindicaciones 12 a 38,
caracterizado porgue un miembro de soporte con una ca-

vided para recibir el diodo y los conductores, egtd

-9 -
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unido a la ldmina en un lugar opuesto a la lente, pa-—
ra encapsular por tanto el diodo y los conductores aso
ciados.

58,- Un conjunto de diodo fotoemisor de acuer
do con la reivindicacidén 42, caracterizado porque el se
gundo conductor tiene una parte estrecha con respecto
a la cara del diodo y porque el miembro de soporte es-
td hecho de regina epoxidica cargada con polvo de oxi-
do de magnesio, estando formada la cavidad por una de~
presidn hemisférica que constituye un reflector.

6&,~- Un conjunto de diodo fotoemisor de acuer
do con la reivindicacién 52, en el que el primer conduc
tor estd formado como un anillo circular con una parte
radial en la que estd montado el diodo y una semiesfe-
ra de resina estd gituada en el anillo pafa encapsular
el diodo.

T2,- Un conjunto de diodo fotoemisor de acuer
do con una cualquiera de lag reivindicaciones proceden—
tes, caracterizado porque en la ldmina estd formado un
circuito eldetrico, conectado al primero y al segundo
conductores, teniendo el circuito al menog dos trayeg
torias resistivas punteadas por una trayectoria de shunt,
gque puede punzonarse selectivamente para gjustar la sa-
lida luminosa.

88,- Un método de fabricar un conjunto de

- 10 -
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diodo fotoemisor de acuerdo con la reivindicacidn 18,
caracterizado por las operaciones de situar un diodo
fotoemigor con su cara emisora en un conductor estre-
cho, formado en una ldmina de material aislante trang
parente, conectar el diodo al conductor por reflujo
del material de soldadura y montar una lente en el la
do de la ldmina opuesto al diodo fotoemisor.

98,~ Un método de fabricar un conjunto de dig
do fotoemisor de acuerdo con la reivindicacibn 82, ca-
racterizado por poner un segundo conductor en contacto
con lacara opuesta del diodo y otro conductor formado
en la lédmina y unir los conductores entre si por reflu-
jo de material de goldadura.

108,~ Un método de fabricar un conjunto de
diodo fotoemigor de acuerdo con la reivindicacidén 82
o la reilvindicacidn 92, caracterizado por aplicar a
la lémina un miembro de soporte que tiene un rebajo,
para encapsular el diodo y los conductores asociados.

118,- Un método de fabricar un conjunto de
diodo fotoemigor de acuerdo con la reivindicacién 108,
caracterizado por formar el primer conductor como un
anillo cireular que tiene una parte radial estrecha,
depositar una gota de resina epoxidica en el anillo
para formar une superficie hemisférica y, luego, mol-

dear un glébulo de resina epoxidica sobre la superfi-

-11 -
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cle para formar una superficie reflectante en la ca~

ra de conbacto muitua.
12&8,~ UN CONJUNTO DE DIODO FOTOEMISOR.

Tal y como se ha deserito en la Memoria que
antecede, representado en los dibtujos gue se acompafian
y para los fines que se han egpecificado.

Este Memoria congta de doce hojas escritas

a mdquina por una sola cara.

Madrid, 18 o 1974

P.A.
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